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E r t h i n f i lm a n d t h e l o n g it u d i n a l
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供 X P S 谱图测试用
。
X P S 谱图是在 v G
,









其激发源为 M g K
。
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2 X P S 定量分析法
用单色 的 X 射线照射被测样品
,
当光 电子能量 ( h






































































































3 z n s 薄膜的界面构态
实验中硫化锌薄膜表面和表层下 .0 5
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6 e V )是 c


















































膜表面及表层中的硫与锌 X P S 谱峰的强度
,



















































锌氧化物中氧的结合能为 5 3 2
.
0 e V [
, 〕 , 因此可认为 O
:
( 5 3 0
.
5 e V )对应
















声 ( b )
与








1 0 0 0
结合能 e/ V
图 1 Z n S 薄膜表面的 X P S 全谱
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图 2 Z n S 薄膜表层下 0 15 峰的展宽谱 图 3 Z
n S 薄膜中 E
r卜的纵向分布
3 讨 论
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C u O 等的存在
,
将在 Z






表层的缺陷 (陷阱 ) 中心形成的能级和 z
n s 中的费米能级的
相对位置将发生变化
,
即界面陷阱能级中电子 (或空穴 )的填充状态将发生变化
,
这对薄膜器件
初电子源的供给及预加速都将产生影响
,
并对发光的瞬态过程产生影响
。

